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１．はじめに 

 Xanthate を前躯体にもつ PbS を発電層に有

する太陽電池は、塗布型の作製プロセスを可能

とする材料である(1)。また、Pb-XanthateとMAI

を前躯体とする塗布プロセスによって

Perovskite 結晶を得られることを報告してきた。

Pb-xanthate と MAI の投量比を変化させること

で Perovskiteと PbSが混晶して存在することが

明らかとなった。ここで、PbSは p型半導体(2)

だから、Pb-xanthate と MAI によって形成した

発電層は p-i 層のバルクへテロ構造(BHJ)を実

現しうる。本研究では、BHJ の形成を XPS の

depth測定によって確認したので報告する。 

２．実験装置及び方法 

 本実験では、酸化物半導体を下地としてその

上から Perovskite結晶及び PbSを塗布プロセス

で形成した。PbSと Perovskite の混晶状態は 

図 1 XRD pattern (Pb(XT):MAI=3:7) 

 

図 2 XPS による深さ方向分析 

 

XRD によって確認しており、図 1 に示す通り

で、成膜条件を決定した。分析は Ar イオンエ

ッチングの併設する XPS で深さ方向に対する

元素分布分析を実施した。 

３．実験結果及び考察 

 図 1 に XPS で測定した際の深さ方向に対す

る S/Pb 値の結果を示す。結果から、S イオン

が最表面からバルク方向にかけて減衰してい

る結果が得られた。これは PbS が最表面に集

まっておりバルク部においては Perovskite結晶

が形成されていることであることが推察され、

BHJの形成が確認できた。 
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